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摘要(译)

像素选择TFT由多晶硅TFT制成，其中栅极绝缘层形成在由在玻璃基板等
制成的透明绝缘基板上形成的多晶硅层制成的有源层上，以及两个栅极
并从门信号线。驱动TFT由非晶硅TFT制成，其中栅极绝缘层形成在由在
透明绝缘基板上形成的非晶硅层制成的有源层上，以及由Cr层，Mo层或
者由Cr层制成的栅极。像是形成在栅极绝缘层上。
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